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1. はじめに 

MOSFET の微細化に伴い、Si 表面の平坦

性はデバイス特性に大きな影響を与えるこ

とが報告されている[1]。 

今回、エッチングを用いた p-Si(100)基板表

面の平坦化によるMOSダイオードの電気特

性に関する検討を行ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

SPM洗浄、希フッ酸処理を行った p-Si(100)

基板上に、1100℃のwet酸化によりSiO2を 300 

nm 形成し、HF:HCl=1:19 のエッチャントに

よりSiO2をエッチングした[2]。この平坦化処

理後、850℃の wet 酸化によりSiO2を 10 nm

形成した。さらに、上部と下部に Al 電極を

蒸着し、MOS ダイオードを作製した。この

ように作製した試料に関して、C-V 特性、J-V

特性、絶縁破壊特性、および AFM による評

価を行った。 

 

3. 実験結果及び考察 

図 1に p-Si(100)表面の AFM 像を示す。図

１(a)に示すように SPM 洗浄、希フッ酸処理

後では RMS=0.19 nmと表面ラフネスが大き

いのに対して、エッチング後では図１(b)に

示すように RMS=0.14 nmと平坦化できてい

ることが分かった。図 2に MOSダイオード

の絶縁破壊電荷量のWeibullプロットを示す。

この結果から平坦化することにより絶縁破

壊電荷量のばらつきが改善され、耐圧も向上

することが分かった。 
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図 1 p-Si(100)基板表面の AFM 像。 (a)基板

洗浄後、(b)平坦化後。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 MOSダイオードの絶縁破壊特性の比較。 
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